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Entwickler fuir AR-Resists

AR 300-40 metallionenfreie Entwickler

Zur Entwicklung von Photoresist- und novolakbasierten E-Beamresistschichten

Charakterisierung Eigenschaften
- metallionenfreie wéssrig-alkalische Lésungen e AR 300- | 300- | 300- | 300-
zur Verarbeitung von Photo-/ E-Beamresists 44 46 | 47 | 475
- vermindern die Mdglichkeit einer Metallionen- Normalitit () 026 024 | 020 017
kontamination an der Substratoberflache Dichte bei 20 °C (g/cm’) 0,99
- rlckstandsfreie Entwicklung Oberflachenspannung (mN/m) max. 32
- Metallionengehalt < 0,1 ppm Filtrationsgrad (um) 0,2
- Hauptbestandteil TMAH Lagerung bis 6 Monate (°C) 10-22
Entwicklungsempfehlungen [ ] optimal geeignet [ ] geeignet
AR-Resists AR 300-44 AR 300-46 | AR300-47 | AR 300-475
Einsatzgebiete / Tauch-, Puddle-, Sprihentwicklung
Bedingungen 21-23°C £ 05 °C, ca. 40-60's (max. 120 s)
AR-P 1200, AR-N 2200 2:1bis3:1 - - -
AR-P 3110, 3120, 3170 - - 6:1bis3:1 -
AR-P 3510, 3540 ; 3510T, 3540 T - pur - 1:1;- -
AR-P 3740, 3840 2 - pur pur -
AR-U 4030, 4040, 4060 8 - - 1:2%,2:3" -
AR-P 5320; AR-P 5350 % - pur; - -;2:3 -
AR-BR 5460, 5480 G - - 1:1 -
AR-P 5910 (friher X AR-P 3100/10) - -
AR-N 4340 - - - pur
AR-N 4400-10, 4450-10 - - 3: 2 bis pur -
AR-N 4400-25 1:1 5:1 bis pur pur -
AR-N 4400-50 8: 1 bis pur pur - -
AR-P 7400. 23 - - 1:3 -
AR-N 7500.18 ; 7500.08 2 - - 4.1 -
AR-N 7520.17; 7520.11, .07 neu § - pur: .17, .11 pur: .07 -
AR-N 7520.18 ; 7520.073 % - - 4:1 -
AR-N 7700.18 ; 7700.08 0 - pur; 4 : 1 i pur ;
AR-N 7720.30 : 7720.13 - - pur;4:1 -

Hinweise zur Entwicklerverarbeitung (¥ siehe auch Hinweise der Entwickler AR 300-26 und 300-35)

Werden metallionenfreie Entwickler verdinnt, ist es empfehlenswert, die Einstellung der gewtinschten Normalitat
unmittelbar vor Gebrauch durch eine sehr genaue Verdtnnung (moglichst Uber eine Einwaage) des starkeren Ent-
wicklers mit DI-Wasser vorzunehmen. Schon geringe Normalitatsunterschiede bewirken hier gréf3ere Differenzen
in der Entwicklungsgeschwindigkeit. Lange Standzeiten sind zu vermeiden, da sie die Entwicklerwirkung vermindern.



